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トンネルダイオード発振回路(TDO)
の物性測定技術への応用は、表面イン
ピーダンス測定によるシュブニコフ・
ドハース振動の観測や超伝導体の磁場
侵入長の測定に用いられている[1,2]。 
原理的には動的帯磁率の測定も可能で
あり、発振周波数がラジオ波の帯域で
あることから、高い精度での測定が期
待できる。最近、TDOによる帯磁率測
定を様々な物質に対して行った実験結
果も報告されている[3]。
図1に今回実験に用いたTDOの回路

図を示す。回路の両端に300mV程度
の直流電圧を印可することにより自己
発振が確認された。使用するコイルの
インダクタンスにも依存するが、発振
周波数は概ね300～600MHzの範囲で
ある。実験では、同程度の周波数の信
号を加え、60MHz近傍の「うなり」
を作り出し、その変化を観測してい
る。図2は実際の回路の写真である。
電子部品を7mm×5mm程度の基盤に
まとめることにより、熱雑音を減らし
ている。コイル内に測定試料を設置し、回路全体を極低温環境に置く。
これまで、テスト試料として用いたTbNiC2のメタ磁性転移に伴う磁化の跳びを、周波数

の異常として観測することに成功した。現在、温度変化への対応を進めており、詳細を当日
発表する。
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図2. TDO発振回路の実物

図1. TDO発振回路図


